Unidade Area

POS-GRADUACAO ENGENHARIA NANOELETRONICA E CIRCUITOS INTEGRADOS
ELETRICA

Disciplina Tipo

PEL108 — Modelagem de Transistores MOS em Tecnologia SOI Optativa

Carga Horaria

4 horas semanais em 12 semanas

Objetivos

Apresentar aos alunos de pds-graduacdo os principios de operacdo e os modelos que descrevem o funcionamento dos
transistores por efeito de campo tipo Metal-Oxido-Semicondutor (MOS) implementados em tecnologia SOI (Silicon-
On-Insulator). Serdo discutidos os diversos tipos de transistores em relacdo ao seu modo de funcionamento, seja por
inversdo dos portadores da regido de canal ou pela acumulagdo da mesma. A operacdo dos transistores SOl em
ambientes adversos, tais como altas temperaturas e incidéncia de radiagdo, serd também apresentada.

Metodologia Adotada

Abordagem expositiva em sala de aula.

Recursos necessarios

Sala de Aula.

Programa para 12 semanas

. Introdugédo/Laminas SOI;

. Tecnologia SOI;

. Transistor SOl MOSFET modo enriquecimento - Modelagem do potencial na camada de Si;

. Transistor SOl MOSFET modo enriquecimento - Tensao de limiar;

. Transistor SOl MOSFET modo enriquecimento - Corrente elétrica;

. Transistor SOl MOSFET modo enriquecimento - Inclina¢do de sublimiar;

. Transistor SOl MOSFET modo enriquecimento - Efeitos do elevado campo elétrico no dreno;
. Transistor SOl MOSFET modo acumulagéo - Introducéo; Modelagem do potencial na camada de Si;
. Transistor SOl MOSFET modo acumulagdo - Componentes de corrente elétrica;

10. Circuitos SOI;

11. Outros dispositivos SOI;

12. Outros dispositivos SOI.
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Método de Avaliagéo

Provas e Listas de Exercicios.

Bibliografia Basica
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